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Исследованы электрофизические свойства низкоплотного терморасширенного графита (ТРГ) и композиционных материалов в системах пеновермикулит ‑ терморасширенный графит. Пеновермикулит (ПВ) получали на основе модифицированного 37 %-ой перекисью водорода (H2O2) природного вермикулита Ковдорского месторождения с последующей термообработкой при температуре T~1000 K. Терморасширенный графит получали различными способами: 1) термолизом (T~1200 K) гидролизованных интеркалированных соединений графита с серной кислотой (ТРГ1), 2) термолизом дробленной графитовой фольги, пропитанной водными растворами мочевины (ТРГ2) или нитрата аммония (ТРГ3).

Исследованы зависимости удельной электропроводности σ от плотности ρ и объемной доли проводящего наполнителя φ для терморасширенных графитов, полученных различными способами, а также для систем ТРГ-ПВ различных составов. Все зависимости имели схожий вид. При плотностях до 0,1 г/см3 в системах воздух-ТРГ и 0,2 г/см3 системах ПВ-ТРГ наблюдался значительный рост удельной электропроводности, который связан с увеличением числа контактов частиц проводящей фазы при прессовании. При дальнейшем увеличении плотности наблюдалось постепенное уменьшение удельной электропроводности, которое связано с преимущественной ориентацией (текстурированием) частиц ТРГ перпендикулярно оси прессования.
Вблизи порога протекания значения электропроводности материала от объемной доли наполнителя подчиняются скейлинговому закону [1]:

σ=σ0·(φ-φс)t,

где σ – электропроводность образца, σ0 – электропроводность проводящего наполнителя, 
φ – объемная доля проводящего наполнителя, φс – значение порога перколяции, t – критический индекс (критическая экспонента).

Значения порогов перколяции φс и критических экспонент исследованных систем представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Значения порогов перколяции φс, критических экспонент t и коэффициентов детерминации R2 исследованных систем.

	Исследуемая система
	Порог перколяции φс, об.%
	Критическая экспонента t
	Коэффициент детерминации R2

	ТРГ1
	0,1
	2,1
	0,98

	ТРГ2
	0,15
	1,8
	0,97

	ТРГ3
	0,15
	1,9
	0,98

	10%ТРГ1-90%ПВ
	0,1
	1,7
	0,99

	10%ТРГ2-90%ПВ
	0,1
	1,9
	0,97

	10%ТРГ3-90%ПВ
	0,1
	1,7
	0,98

	20%ТРГ1-80%ПВ
	0,2
	1,9
	0,97

	5%ТРГ1-95%ПВ
	0,1
	2,0
	0,98


Значения критических экспонент лежат в интервале 1,7-2,1, что соответствует континуальной задаче теории перколяции в случае образования трехмерного проводящего кластера в диэлектрической матрице [1].
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